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1. はじめに

　今後の高密度実装技術は，TSV (Through Silicon Via)を用
いた 3D実装技術と言われて十数年が経過したものの，中々
量産実用化に至っていない。その原因は，コストが高いこ
と，コアに半導体であるシリコンを用いているため電気信
号伝送特性が良くないこと，またMPU (Micro Processer Unit)
のような超高集積アクティブ半導体素子に TSVを形成し他
のヘテロジニアスなデバイスと 3D実装すると歩留りが低
下し益々高コストにならざるを得ない，と考えられている
ためである。そのため 3D実装技術の実用化はまだまだ先
で，直近は，図 1に示すような TSVを形成したシリコン基

板上に再配線層 (RDL: Re-Distribution Layer)と高集積受動
膜素子 (IPD: Integrated Passive Devices)を内蔵形成したパッ
シブインターポーザによる 2.5D実装技術が，まず量産実用
化されると言われている 1)。
　さらにその低コスト化のためには，TSVから TGV 
(Through Glass Via)へと，シリコンの代わりにガラス基板
を用いることで，パネル生産による低コスト化と電気信号
伝送特性を改善した 2.5D実装技術が開発されつつある。し
かしながらさらなる低コスト化には，シリコンやガラスや
コアを用いない有機コアレス高密度・極薄・高多層配線板
による 2.1D実装が，3D実装技術に先立ち量産実用化され
る可能性もあり，注目を集めている。図 2に最近の 2.1D，
2.5Dおよび 3D実装技術動向を示す。
　以下，2.5D実装に最適な TSV付き Passive Si-Interposer 
with RDL & IPD技術と，さらに今後の低コスト化と電気信
号伝送特性の改善を目指し開発されつつある，ガラスイン
タポーザ技術について述べる。

2. Passive Si-Interposer with TSV, RDL & IPD技術

　TSVの形成プロセスと，RDLの形成プロセスとその解決
すべき問題点と，IPDの形成プロセスとその特性，ならび
に電気信号伝送特性に関し以下に記す。
2.1	 TSV 形成プロセス

　小径（10 μmΦ以下）で高アスペクト（10以上）の TSV
形成には，図 3に示すトレンチ手法を，比較的大きい（数
10 μmΦ）の TSV形成には，図 4に示すスルーインアドバ
ンス手法を開発している。トレンチ手法は，シリコンベー
ス基板表面に DFR (Dry Film Resist)をラミネートしマスク
と位置合わせ露光・現像し TSVを形成すべき部分を開口
し，Deep-RIE (Deep Reactive Ion Etching)所謂ボッシュプロ
セスにて深掘エッチングしトレンチビアを形成する。DFRを
剥離し，シリコン表面に熱酸化プロセスにて絶縁層を形成
する。バリアメタルとシードレイヤーをMOCVD (Metal 
Organic Chemical Vapor Deposition)にて形成し，電解めっき
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図 1.　TSV，RDL，IPD付きパッシブシリコンインターポーザ

図 2.　2.1D，2.5Dと 3D実装技術の将来動向 1)


